
表面汚染のイメージング：最表面成分の選択的な圧縮転写サンプリング

■ 測定手順

フィルム上の乾燥したシミをPoropare™に接触させ、指で
適度に押し付けてサンプリングした。転写後のPoropare™
は追加処理せず、質量分析イメージングを実施した。

■ アプローチ

異物やシミ、母材からの析出など、表面汚染の原因物質は   
最表面付近に局在することが多い。これらのサンプルは厚み
がなく、薄切はもちろんサンプル採取自体が難しい。

■ 測定の課題

フィルム上のシミを発見 押し付けて転写!

そのまま装置へ!

•シミと対応する分布を持つ成分の可視化
•シミの形状と一致する汚染成分が2種類が見つかり、それぞれ
の局在が異なっている結果が得られた。

•押しつけによる成分転写
•分析対象が対象が乾いた状態でも、Poropare™上で圧縮  
　転写することで測定できた。

Poropare™の活用結果
多

少
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※この資料の内容は、2025年5月現在のものです。仕様・性能は改良のため予告なく変更することがあります。
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